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Введение 

Необходимость создания датчиков, в том числе химических газовых сенсоров, диктуется, 
стремительным развитием технологий для сбора, анализа и обработки информации об 
окружающем нас пространстве. Быстрый и однозначный анализ среды необходим, прежде 
всего, в таких областях как экологический контроль, контроль технологических процессов, 
пожарная безопасность, мониторинг возможных рисков, промышленная гигиена, контроль 
пищевых продуктов, медицина и пр. Системы мониторинга, газочувствительная элементная 
база которых основана на полупроводниковых химических сенсорах, являются наиболее 
оперативными и удобными в эксплуатации, по сравнению с традиционными методами 
инфракрасной и лазерной спектроскопии, газовой хроматографии, масс–спектрометрии. 
Другие важные преимущества полупроводниковых сенсоров заключаются в низкой 
себестоимости, компактности детекторов и экспрессности методов анализа. 

Тем не менее, несмотря на высокий потенциал данной технологии, объем продаж газовых 
сенсоров в Японии в 1998 г. составлял только 1.6 % от общего числа проданных сенсоров 
всех типов [1]. По мнению многих специалистов, проблема, прежде всего, заключается в 
низкой селективности (особенно на открытом влажном воздухе) и неудовлетворительной 
долговременной стабильности полупроводниковых газовых сенсоров [2]. В данной работе на 
примере высокодисперсных оксидных систем SnO2-MetOx (где Met – IIIB, IVB элементы) и 
SnO2-Met/Met (где Met – Pd, Pt, Rh) исследовано селективное и неселективное 
взаимодействие газочувствительных материалов с водородом в присутствии паров воды. 
Проблема долговременной стабильности изучена путем исследования кинетики 
изотермического роста высокодисперсных оксидных систем основе SnO2 [3-7]. 

Результаты и обсуждение 

1. Экспериментальная часть и общие свойства синтезированных материалов 

Высокодисперсные оксидные системы на основе SnO2 синтезированы по оригинальной 
методике с использованием металлорганических прекурсоров для гидролитического 
соосаждения SnO2 и оксидов IIIB и IVB групп из органических растворителей. Полученные 
материалы обладают кристаллической структурой рутила (cassiterite) и отличаются низким 
значением среднего размера кристаллитов (от 1.7 до 2 нм), узким диапазоном распределения 
частиц по размеру с максимумом распределения 5 нм (Рис. 1а) и низким содержанием 
примесей (Na и Cl менее 0.01 масс.%). Методом РФА установлена прямая корреляция между 
размерами элементарной ячейки и ионными радиусами элементов IVB группы, что 
позволило предположить образование твердых растворов, известных для этой системы. 

Осаждение благородных металлов на поверхность высокодисперсных оксидов проведено 
методом насыщения из водных растворов Pt(NH3)4(NO3)2, Pd(NH3)4(NO3)2 и  
Rh(H2O)(OH)3-y(NO3)y с последующим термическим разложением нанесенных комплексов. 
Полученные кластеры благородных металлов, являются частично или полностью 
окисленными, отличаются высокой дисперсностью (1-5 нм) и гомогенностью (Рис. 1б). 
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